
CZ法作成 ScAlMgO4単結晶の欠陥：コアとストリエーション 

Core defect and striation of ScAlMgO4 single crystal grown by CZ technique. 
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【はじめに】 ScAlMgO4(SAM)単結晶を基板とした直

径 2インチの GaN自立基板が高歩留まりで作成でき

ることが報告され[1]、GaN パワーデバイスへの適応

が期待されるようになった。SAM 単結晶作成につい

ては直径 3 インチ[2]、直径 2 インチ無転位化[3]、結

晶中の様々な結晶欠陥[4]について報告してきた。今

回 X 線トポグラフィ測定（XRT）によりコア、スト

リエーションと成長条件について調べたので報告

する。 

【実験方法】 直径 2～2.5インチの単結晶を引上げ

速度(0.2～1.5mm/h)、回転数(3～10rpm)をパラメー

ターにして作成した。成長軸に垂直な断面（c面ウ

ェハ）、及び平行な断面（a 面）を切り出し、研磨

して、XRTにより、コア、ストリエーション、転位

を観察した。 

【結果】 XRT から固液界面形状を調べ、結晶成長

条件と固液界面形状とコア、ストリエーションとの

関係を調べた。固液界面は坩堝内に発生する自然対

流と結晶回転による強制対流により変化する。

Fig.1は XRTにより無転位領域とコアとストリエー

ションを示す。Fig.2 では無転位領域とコアが見ら

れるが、ストリエーションは見られなかった。スト

リエーションの生成についても検討考察を行った。 
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Fig 1 直径 2.5 インチ結晶の XRT 画像 

（コア、ストリエーション） 

（図中色が薄い部分が無転位領域を示す） 

Fig 2 直径 2.5 インチ結晶の XRT 画像 

（コア、ストリエーション無し） 

（図中色が薄い部分が無転位領域を示す） 
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